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【はじめに】  

MOVPE成長 GaNでは、0.88 eV正孔トラップが主トラップとして観測され、窒素位置炭素

であると同定されている[1]。前回、He イオン注入 MOVPE p-GaNに生成される正孔トラップ

とその順電流通電効果について報告した[2]。今回、水素イオン注入 MOVPE p-GaNの 0.88 eV

正孔トラップ(Hd)についても、順電流通電による効果が観測されたので報告する。 

【実験方法】 

測定試料構造は n+-GaN 基板上に MOVPE 成長により作製した n+p 接合ダイオードである。

Mg のドーピング濃度は 2x1017 cm-3の試料であり、850 °C/5分の活性化熱処理を行った。SIMS

測定により測定した炭素濃度は 1.4x1016 cm-3である。水素イオン注入は、4.2 MeVイオンビー

ムを用い、n+p 接合の DLTS 観測領域に注入されるようダイオード上に Al 板を置いて調整し

た。注入量は 1x1012 cm-2である。DLTS測定は測定周波数 1 MHzで行い、測定温度 200 Kか

ら 350 K で行った。測定の下限温度はキャリア凍結から、また上限温度は注入生成欠陥の熱

処理の可能性から決められている。順電流通電は、200 Kから 20 K間隔で、340 Kの温度範

囲で行った。通電時間は 1000 s である。 

【実験結果】 

 図１は、測定温度 300 K一定温度正孔トラップ DLTS信号である。注入後に、既に He イオ

ン注入で報告したように[2]、~13 ms をピーク（0.49 eV）とする複数トラップから構成される

ブロードな信号が観測され、通電により変化を示し、340 K通電後では~41 ms にピーク(0.56 

eV)を有する信号となる。図１には、未注入試料(as-grown)の信号も示した。注入試料と同一で

はないが、同一エピウエーハ上試料の典型的な信号である。注入後に Hd信号は減少し、その

後順電流通電により増加を示す。この振る舞いは、He イオン注入試料でも観測されている。 

【まとめ】 

 Matsubaraらは、理論計算により、炭素を含む複合体形成の可能性を示している[3]。注入後

の Hd信号の減少は、注入で導入された欠陥と炭素の複合体の生成を示唆しているように見え

る。また、0.49~0.56 eV 正孔トラップは、

計算による CN-VGa 複合体のエネルギー準

位 0.61 eV に近い。順電流通電効果の機構

の解明とともに複合体形成の可能性につ

て検討を進めている。 
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Fig. 1, Isothermal DLTS spectra at 300 K 

for hydrogen-implanted n+p GaN 
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